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Sposób otrzymywania nieograniczonego w zakresie liniowym
rezonansu piezoelektrycznej fali powierzchniowej oraz oscylacji

spontanicznych w piezopółprzewodnikowym krysztale,
zwłaszcza siarczku kadmu lub selenku kadmu

jFnzedomiotem wynalazku jest sposób otrzymywa¬
nia nieograniczonego w zakresie liniowym <rezonan-
5u piezoelektrycznej faflfi pawienzchniowej, oraz os¬
cylacji spontanicznych w piezopółprzewodnikowym
krysztale, zwłaszcza siarczku kadmu lufo selenku
kaidmu. Rezonans nieograniczony w zakresie linio¬
wym w dailszej części opisu będzie nazwany rezo¬
nansem .doskonałym.

Znany Jest sp^osąjjjoteóTOPW^
zonanisu Wc^piezc)półprizewodnikówym'-■-krysztale po¬
legająicy na tym, że płytkę kryształu o dEbugaśei fali
lub częstotliwości 'zależnej od wymiarów płytki, tj.
od częs^ttiwości ebrigsań wterenych kryształu, pobu¬
dza się rezonansowe w iznany sposób, po czym do
płytki -przykłada się napięcie wytwarzające w niej
dryf elektronów przez co przy krytycznej prędkości
drytfu otrzymuje się wzmocnienie rezonansowe dos¬
konałe, a przy braku ipobuidzenia płytka generuje
oscylacje spontaniczne. Dla regulacji oporności
właściwej płytki płytkę naświetla się larmpą so¬
dową.

Wyżej opisany sposób ma jednak tę wadę, że
ogranicza się do stosowania j€idynie fal podłuż¬
nych i poprzecznych.

(Ponadto ukłaldy pracujące na fali podłużnej i po¬
przecznej, ze względu na konieczność naturalnego
chłodzenia, mogą pracować w ciągłym reżimie tylko
w przypadku stosowania płytek bardzo cienkich* w
kierunku propagacji fali.
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Celem wynalazku jest uzyskariie doskonałego re¬
zonansu piezoelektrycznej fali powierzchniowej
zwłaszcza fali ultradźwiękowej oraz oscylacji spon¬
tanicznych w (płytce pieaopó^pirzewodnikowego
kryształu o dowolnym wymiarze w kierunku pro¬
pagacji fali.

Cel ten osiągnięto dzięki tamoi, że wykorzystano
• efekt-ciągłego wzmaemania fali jpowlieirzctoirifiowej w
.płyrtce.kryształu piezoj>o1^nzewoó^ik)owes&<^ której
przez naświetlanie wytwarza- się cienką przypo¬
wierzchniową warsitwę póJiprzewodzącą, w której .to
warstwie zlokalizowany jest dryf elektronów, a po¬
nadto dzięki temu, że uzyskano pełne odbicie fali
powierzchniowej od krawędzi płytki pnzez zrealizo¬
wanie warunków brzegowych typu Somananfelda
dla dwóch przeciwległych powierzchni płytki pro¬
stopadłych do powierzchni naświetlanej.

Istota wynalazku polega na tym, że powierzchnię
płytki kryszitału piezopółprzewodnifcowego, pdbudzo-
ną do dngań w znany sposób naprzykład v przetwor-
nokami akustycznymi naświeltJla się światłem wi¬
dzialnym lufo wylbraną idluigością fali, wskutek czego
w płytce powstaje przypowierzchniowa warstwa
póUprzewodząca, do której to warsltwy przykłada się
wysokie stałe napięcie wywołujące w niej dryf
elektronów przez co przy krytycznej prędkości dryfu
następuje odltłuimienie drgającego kryszitału i dosko¬
nałe rezonansowe wzmocnienie tych dngań, przy
czym częstotliwość irezonansowa może foyć regulo-
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warna w określonym niesmacznym diagramie czę¬
stotliwości w sposób cląjgły.

Równocześnie w przypadku braku pobudzenia
pnzy przyłożonym jedynie napięciu stałymi wywołu¬
jącym pole drytfu, następuje generacja oscylacja
spon'toinicznych.

Sposób według wynalazku zostanie poniiżej szcze¬
gółowo objaśniony w zastosowaniu do kryształu
siarczku kadmu i selemku kadmu w .oparciu o za¬
łączony rysunek, który przedstawia schematycznie
rezonator do stosowania sposobu według wyna¬
lazku.

. IPŻytfcę kryształu piezopółprzewodnikowego 1 na-
śwtietla się światłem ze źródła 4. W (przypadku
kryształu selenku kadmu światłem widzialnym, na¬
tomiast w przypadku kryształu siarczku kadmu
światłem o długości fali rzędu 5120 nm.

iBod wpływem naświetlania, na skutek zjawiska
fotoefekitu d słabej przenikalności światła do kilku¬
nastu mikronów w głąb kryształu, wytwarza stię
w płytce 1 cienka przypowlerzc±infówk Warstwa
półprzewodząca 2, zaś pozostała -ezęśc płytki zacho¬
wuje się jak piezoelekbryk.

Następnie płytkę 1 pobudza się rezonansowo na
przykład z generalbora wysokiej częstotliwości 8,
drganiami generującymi ultradźwiękową falę po¬
wierzchniowa,. Dirgania te są podawane na płytkę
poprzez struktury palcowe, 3 'przyłożone do po¬
wierzchni płytki 1. Jednocześnie ze źródła 7, po¬
przez kontakty indowe 5, do warstwy 2 przykłada
się wysokie stałe napięcie, które wywołuje w tej
warstwie dryf elektronów. ■ •

IPlrzy .krytycznej prędkości .drytfiu następuje odtłu-
mienie drgającego kryształu i doskonałe rezonan¬
sowe wizmocnienie fali powierzchniowej praktycz¬
nie w zakresie liniowym. ......

W celu uniknięcia odbicia fali powierzchniowej
od krawędzi, powierzchnie boczne 6 płytki 1 muszą
spełniać warunki brzegowe typu Sommerfelda, na
g&ębokości zanikania cfali.

W przypadku braku pobudzenia z generaltora 8
i przyłożenia do warstwy 2 płytki 1 jedynie wyso¬
kiego napięcia wywołującego dryf (elektronów, płyt¬
ka 1 generuje oscylacje spontaniczne, które odbie¬
ra się .poprzez styki 2. Częstotliwość tych oscylacji
jak również częstotliwość rezonansowa jest różna
w granicach od kilkunastu do kilkuset megaherców.

Sygnał wzmacniany rezonansowo może być po¬
dawany elektrycznie luib akustycznie jak również
odbiór może być elektryczny luib bezpośrednio aku¬
styczny. Generacją oscylacji spontanicznych jest
akustyczna; sygnał może być odbierany elektrycz¬
nie luib akustycznie.

■. ..- 4 :.

Sposób według wynalazku pozwala na ciągłą re¬
gulację częstotliwości rezonansowej kryształu bez
zmiany jego wymiarów, w pewnym nieznacznym
zakresie zmiany częstotliwości irzędu kilku procent.

5 Ze względu na to, że zjawisko drytfu elektronów
zachodzi tylko w warstwie przypowierzchniowej
utworzonej za pomocą fotoefekitu, chłodzenie krysz¬
tału jest naturalne, a zas^osiow^ańię dodatkowego
chłodzenia poprawia stosunkowo niesmacznie efekt

10 rezonansu. Generowane oscylacje spontaniczne sta¬
nowią oscylacje o wysokiej stabilności częstotli¬
wości.

Zastrzeżenia paten t>o¥ e ,
15

1. Sposób otrzymywania nieograniczonego w za¬
kresie linjowym rezonansu piezoelektrycznej fali
powierzchniowej oraz oscylacji .spontanicznych w
piezopółpirzewodnikowym . krysztale zwłaszcza

20 siarczku kadmu luib selenku kadmu, znamienny
tym, że górną powierzchnię płytki (1), której po¬
wierzchnie boczne (6) spełniają warunki brzegowe

; Somimerfeidja, naświetla się światłem widzialnym
lub światłem o wybranej długości fali -wskutek cze-

25 go w płytce wytwarza się przypowierzchniowa war- •
stwa (2), następnie na naświetlonej powierzchni
płytki poprzez struktury palcowe (3) za pomocą ge¬
neratora wysokiej częstotliwości (3), wzbudza się
drgania wymuszone stanowiące ma przykład ultra-

30 dźwiękową falę powierzchniiową, którą wzmacnia
się za pomocą dry^u elektronów wytworzonego
przez wysokie stałe napięcie podawane do warstwy
(2) ze źródła <7) poprzez kontakty indowe (5),
przez co przy krytycznej prędkości dryfu następuje

39 odtłuniienie drgającego kryształu i rezonansowe
wzmocnienie fali powierzchniowej w nieograniczo¬
nym zakresie liniowym. i

2. Slposób według zastrz. 1, znamienny tym, że do
40 naświetlonej płytki (1) przykłada się ze źródła (7)

jedynie wysokie stałe napięcie do warstwy <2), wy¬
wołujące w niej dryf elektronów przez co przy sta¬
łym dryfie płytka (1) generuje oscylacje spontanicz¬
ne o wysokiej. stabilności częstotliwości.

45 .-.«.■
3. Sposób według zastrz. fl. i 2, znamienny tym,

że powierzchnię płyltfci (1) naświetlą się światłem
widzialnym w przypadku płytki kryształu selenku
kadmu lub światłem o długości rzędu 920 nm w

50 przypadku płytki kryształu sijapezfeu kadmu, a gru¬
bość warstwy (2) wynosi od kilku do kilkunastu
mikrometrów, co gwarantuje jej naturalne chłodze¬
nie i ciągłą pracę układu.
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